
! 物理·"# 卷（$%%& 年）# 期! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’(()：**+++, +-./, 01, 12

物理学名词

对 3445 年版物理学名词 6 字头词条修订及增补的建议

一! 删除

7018918:;(0.! 宏晶［体］

70189;:;(<7! 宏观系统

702:=<.<1(892 <>><1(! 多电子效应

702: ?0..<: 79@<.! 多谷模型

60A/70B! 最大马克

7<;9;(8-1(-8<! 条

7<(0.=/2;-.0(98=;<7/192@-1(98 ;(8-1(-8<! 金属=绝缘体=半导体

结构

7<(0.=9A/@<=;<7/192@-1(98 ;(8-1(-8<! 金属=氧化物=半导体结

构

7<(C.0;;! 金属玻璃

7<(’02<=;(0D/./E<@ .0;<8! 甲烷稳频激光器

6/<;9+/1E )8/21/)0. ?/;19;/(: 19<>>/1/<2( ! 梅索维奇主黏性系

数

7/298/(: 1088/<8 @<2;/(:! 少子浓度

79@/>/<@ F0/( <G-0(/92! 修正泰特方程

792918:;(0.! 等于 ;/2C.< 18:;(0. 单晶［体］

7-92 ;)/2 89(0(/92! ! 子自旋旋进

二! 修改

［70C2<(/1］>.-A G-02(/E0(/92! 磁通量子化，英文改为：70C2<(=
/1 >.-A G-02(/E0(/92

［70C2<(/1］>.-A G-02(-7! 等于 >.-A92 磁通量子，英文改为：

70C2<(/1 >.-A G-02(-7
［70C2<(/1］’:;(<8<;/;! 磁滞，英文改为：70C2<(/1 ’:;(<8<;/;
［70C2<(/1］’:;(<8<;/; .99) ! 磁滞回线，英文改为：70C2<(/1
’:;(<8<;/; .99)

［70C2<(/1］’:;(<8<;/; .9;; ! 磁 滞 损 耗，英 文 改 为：70C2<(/1
’:;(<8<;/;

［70C2<(/1］7929)9.<! ［磁］单极子，改为：70C2<(/1 7929)9.<
磁单极子

［70C2<(/1］)<87<0D/./(:! 磁导率，英文改为：70C2<(/1 )<87<=
0D/./(:

［70C2<(/1］8<.-1(021<! 磁阻，英文改为：70C2<(/1 8<.-1(021<
［70C2<(/1］;-;1<)(/D/./(:! 磁化率，英文改为：70C2<(/1 ;-;=
1<)(/D/./(:
70C2<(/E0(/92［ /2(<2;/(:］! 磁化强度，英文改为：70C2<(/E0(/92
/2(<2;/(:
70C2<(901(/?< ).0;70! 磁旋等离［ 子］体，中文改为：磁化等

离［子］体

70C2<(98<;/;(021< <>><1(! 磁［ 致］电阻效应，改为：70C2<(98<=
;/;(021< 磁［致］电阻

70C292! 磁波子，中文改为：磁波［振］子

708C/20. /2;(0D/./(:! 边缘不稳定性，中文改为：边际不稳定性

708C/20. )0807<(<8! 边缘参量，中文改为：边际参量

70;<8! 微波激射，英文改为：70;<8（7/189+0?< 07)./>/10(/92
D: ;(/7-.0(<@ <7/;;/92 9> 80@/0(/92）

70;<8! 微波激射器，英文改为：70;<8（7/189+0?< 07)./>/<8
D: ;(/7-.0(<@ <7/;;/92 9> 80@/0(/92），中文增加：又称微波量子

放大器

70;; <A1<;;! 质量过剩，中文改为：质量盈余

70;; (802;><8! 传质，中文增加：又称质量转移

60((’/0; 8-.<;! 马蒂亚斯定则，英文改为：60((’/0; 8-.<
60((’/<;;<2 8-.<;! 马西森定则，英文改为：60((’/<;;<2 8-.<
6<;9)’0;<! 中介相，中文注改为：液晶相旧称

7<(’9@ 9> /70C<;，7/189/70C< ;(980C<! 等条中文H象H改为H像H
7<(8/1! 度规，中文改为：3 度规；$ 米制的

［6/<=］I8J2</;<2 <G-0(/92 9> ;(0(< ! ［ 米=］格林艾森物态方

程，改为：I8J2</;<2 <G-0(/92 9> ;(0( 格林艾森物态方程

79@-.0(/920. /2;(0D/./(:! 调制不稳定性，英文改为：79@-.0(/92
/2;(0D/./(:
79@-.0(/92 )’0;<! 调制相，英文增加：79@-.0(<@ )’0;<
79.<1-.08 D<07 <)/(0A:! 分子束外延，英文增加简称：6KL
79.<1-.08 @:207/1; 7<(’9@! 分子动力学法，英文增加简称：

6M 7<(’9@
79291’8970(98! 单色仪，中文增加：单色器

79;0/1 18:;(0.! 嵌镶晶体，中文改为：镶嵌晶体

69(( (802;/(/92! 莫特转变，中文增加：又称莫特相变

7-.(/7<(<8! 多用［电］表，中文增加：又称万用表

7-.(/)./10(/92 >01(98! 增殖因数，中文改为：倍增因子

7-92 ;)/2 )8<1<;;/92! ! 子自旋旋进，中文改为：! 子自旋进

动

三! 新增

601’ 192<! 马赫锥

70189.<2;/2C! 巨引力透镜效应

70189)’:;/1;! 宏观物理学

70189;19)/1 G-02(-7 ;(0(<! 宏观量子态

70189;19)/1 G-02(-7 (-22<./2C! 宏观量子隧穿

70189;19)/1 ;:;(<7! 宏观体系

70189;19)/1 ?08/0D.<! 宏观变量

70189;19)/1 +0?< >-21(/92! 宏观波函数

70C/1 D0;/;! 魔基 ，又称 K<.. D0;/;
70C2<(/1 07)./>/<8! 磁放大器

70C2<(/1 022/’/.0(/92! 磁湮灭
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3*4,5")+ *,"5,,*- 磁性天线

3*4,5")+ 675*89:%,- 磁击穿

3*4,5")+ +)7+’(*7 9)+!7:);3（<=>）- 磁圆二色性

3*4,5")+［+:,"7:((59］?’;):,- 磁约束聚变

3*4,5")+ +::(),4- 磁致冷

3*4,5")+ +:75- 磁芯

3*4,5")+ 9)#:(*7 ),"57*+"):,- 磁偶极相互作用

3*4,5")+ 9)#:(5 (*@57- 磁偶极层

3*4,5")+ 9);+- 磁盘

3*4,5")+ ?:7+5 3)+7:;+:#5（<A<）- 磁力显微镜

3*4,5")+ ?:7+5 3)+7:;+:#@（<A<）- 磁力显微学

3*4,5")+ 5,574@ :? 3’"’*( ),9’+"):,- 互感磁能

3*4,5")+ 5,574@ :? ;5(?B),9’+"):,- 自感磁能

3*4,5")+ )3#’7)"@- 磁性杂质

3*4,5")+ (5,4"!- 磁长度

3*4,5")+ (5C)"*"):,- 磁悬浮

3*4,5")+ ,5’"7:, ;+*""57),4- 中子磁散射

3*4,5")+ :7957- 磁有序

3*4,5")+ #:"5,")*(- 磁势

3*4,5")+ #:"5,")*( 97:#- 磁势降落

3*4,5")+ 75+:,,5+"):,- 磁［力线］重联

3*4,5")+ 75?(5+":7- 磁反射器

3*4,5")+ 75;:,*,+5)3*4),4（<DE）- 核磁共振成像

3*4,5")+ ;+*""57),4- 磁散射

3*4,5")+ ;+755,),4- 磁屏蔽

3*4,5")+ ;’66*,9- 磁子带

3*4,5")+ ;’;#5,;):,- 磁悬浮

3*4,5")+ C5+":7 #:"5,")*(- 磁矢势

3*4,5")F*"):, #7:+5;;- 磁化过程

3*4,5")F),4 #7:+5;;- 励磁过程

3*4,5":+*79):47*3- 心磁图

3*4,5":+:,9’+")C)"@- 磁［致］电导率

3*4,5":5(5+"7)+ 4*(C*,:35"57- 磁电式电流计

3*4,5":5(5+"7:,)+;- 磁电子学

3*4,5":5,+5#!*(:47*3- 脑磁图

3*4,5":47*9):35"57- 磁梯度计

3*4,5":35"57- 磁强计

3*4,5":B:#")+*( "7*#（<GH）- 磁光阱

3*4,5":75;);"*,+5（<D）- 磁［致］电阻

3*4,5":B7!5:(:4)+*( ?(’)9- 磁流变液

3*4,5":B7!5:(:4@- 磁流变学

3*4,5":"5((’7)+;- 大地磁学

3*4,5" #:(5- 磁极

3*4,)"’95（3*4）- 星等

<*4,’; ?:7+5- 马格纳斯力

3*),B;5I’5,+5 ;"*7- 主序星

<*J:7*,* ,5’"7),:- 马约拉纳中微子

3*J:7 #(*,5"- 大行星

<*,95( K #*7*35"57- 曼德尔 K 参数

3*,@B6:9@ 5??5+"- 多体效应

3*,@B6:9@ ;@;"53- 多体系统

3*,@B5(5+"7:, ;"*"5- 多电子态

3*,@B#*7")+(5 #7:#57"@- 多粒子性质

3*,@ %:7(9; ),"57#75"*"):, :? I’*,"’3 35+!*,)+;- 量子力学的

多世象诠释

3*74),*( A573) ()I’)9 "!5:7@- 边缘费米液体理论

3*7"5,;)")+ "7*,;?:73*"):,- 马氏体相变

3*;; 95,;)"@- 质量密度

3*;; 9);"7)6’"):, :? ?);;):, #7:9’+";- 裂变产物质量分布

3*;; 5(535,"- 质元

3*;; ?(:% 7*"5- 质量流量率

3*;; ?(’L- 质量流量

3*;; #57 3:(5- 摩尔质量

3*;;B;#559 75(*"):,- 质速关系

3*"!53*")+*( ?:73’(*"):,- 数学表达

3*""57B*,")3*""57 +:;3:(:4@- 物质 M 反物质宇宙学

3*""57 57*- 实物期，又称实物时代

3*"7)L 5(535,"- 矩阵元

3*""57B%*C5 ),"57?57:35"7@- 物质波干涉

3*L)3’3 35+!*,)+*( 5I’)C*(5," :? ()4!"- 最大光功当量

3*L)3’3 ;"*")+ ?7)+"):,［ ?:7+5］- 最大静摩擦［力］

<B+5,"57- < 心

<+<)((*, H+ ?:73’(*- 麦克米伦 H+ 公式

35*, ;I’*75 95C)*"):,- 方均偏差，又称均方偏差

35+!*,)+*( +:3#()*,+5- 力顺［度］

35+!*,)+*( )3#59*,+5- N 机械阻抗，0 力阻抗

35+!*,)+*( 75;);"*,+5- 力阻

35+!*,)+; :? +:,"),’:’; 359)*- 连续介质力学

35+!*,)+; :? 5L#(:;):,- 爆炸力学

35+!*,)+; :? 3*"57)*(;- 材料力学

359)’3［3*;;］,’+(5’;- 中重核

359)’3 %5)4!" ,’+(5’;- 中重核

35("- N 熔体；0 熔化

35367*,5- 膜

35367*,5 +*#*+)"*,+5- 膜电容

35367*,5 #:"5,")*(- 膜电势

35367*,5 75;);"*,+5- 膜电阻

353:7@ - N 记忆，0 存储，. 存储器

353:7@ +)7+’)"- 记忆电路，又称存储电路

353:7@ 5??5+"- 记忆效应

353:7@ 5(535,"- 记忆元件，又称存储元件

<57+’7@- 水星

35;*- 台面

35;* J’,+"):,- 台面结

35;* "7*,;);":7- 台面晶体管

<OPAOH- （35"*(B;53)+:,9’+":7 ?)5(9 5??5+" "7*,;);":7）金属B
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半导体场效应晶体管

345’! 6［网］目，$ 网格

345’ 78 9:/;! 6 网格；$ 栅网

345’ )7/2(! 网格点

345737:)’/1 5(0(4! 介晶态

34572 10)(-:4! 介子俘获

34572 8/4.;! 介子场

34572 5’7+4:! 介子簇射

34572 (’47:< 78 2-1.40: 87:14! 核力的介子理论

34572/1 0(73! 介原子

34572/-3! 介子［偶］素

3457341’02/15! 细观力学

3457517)/1 5-)4:172;-1(/=/(<! 介观超导电性

34(0142(4:! 定倾中心

34(01:<5(0.! 亚晶

34(0../1 >72;! 金属键

34(0..79:0)’<! 金相学

34(0..-:9<! 冶金学

34(0. 7:902/1 1’43/10. =0)7: ;4)75/(/72（?@ABC）! 金属有机

物化学汽相沉积

34(030924(! 变磁体

34(030924(/53! 变磁性

34(0.D7E/;4D543/172;-1(7: 8/4.;D48841( (:025/5(7:（?@FGHI）!
金属D氧化物D半导体场效应三极管

34(0.D)77: 5(0:! 贫金属星

34(0.D543/172;-1(7:D34(0. 5<5(43! 金属D半导体D金属系统

34(47:! 流星

34(4:（3）! 米，长度单位

34(’7; 78 173).4E 2-3>4:5! 复数法

34(’7; 78 .405( 5J-0:4! 最小二乘法

34(’7; 78 37.41-.0: 7:>/(0.5! 分子轨道法

34(’7; 78 54)0:0(/72 78 =0:/0>.45! 分离变量法

34(’7; 78 (/9’( K >/2;/29! 紧束缚法

34(’7; 78 =41(7: ;/09:03! 矢量图解法

3/14..4! 6 胶束；$ 胶团

?/1’4.572 41’4.72! 迈克耳孙阶梯光栅

3/1:7D0::0<5! 微列阵

3/1:7>403! 微束

3/1:7>:/;94! 微桥

3/1:710=/(<! 微腔

3/1:71’/)! 微芯片

3/1:71’/) .054:! 微片激光器

3/1:7;/5L .054:! 微盘激光器

3/1:7D4.41(:72 341’02/15 5<5(435（?H?F）! 微电子机械系统

3/1:743-.5/72! 微乳液

3/1:78.-/;/15! 微流控术

3/1:79:0=/34(:<! 微重力测量学

3/1:79:0=/(<! 微重力

3/1:7.425! 6 微透镜；$ 微引力透镜

3/1:7341’02/15! 微观力学

3/1:7D7)(/15! 6 微光学；$ 显微光学

3/1:7)’724! 拾音器，又称传声器

3/1:7)’<5/15! 微观物理学

3/1:7517)/1 5<5(43! 微观系统

3/1:75(0(4! 微观态! 英文又称 3/1:7517)/1! 5(0(4
3/1:75(:/)! 微带

3/1:75<5(43! 微观系统

3/1:7(:72! 电子回旋加速器

3/1:7+0=4 0>57:)(/72! 微波吸收

3/1:7+0=4 10=/(<! 微波腔

3/1:7+0=4 5)41(:-3! 微波谱

3/1:7+0=4 3/E4:! 微波混频器

3/1:7+0=4 5)41(:7517)<! 微波波谱学

?/9;0. (’47:43! 米戈达尔定理

3/9:0(/72! 迁移

3/9:0(/72 =4.71/(<! 迁移速度

?/.L< M0< 90.0E<! 银河系 ! 英文又称 N0.01(/1 F<5(43，N0.D
0E<
3/2/>02;! 微［能］带

3/2/90)! 微［能］隙

3/2/3-3 ;4=/0(/72 029.4! 最小偏向角

3/2/3-3 34(0../1 172;-1(/=/(<! 最小金属电导率

3/2/3-3 =0:/0214! 最小方差

3/2/3-3 5(02;0:; 37;4.（?F?）! 最小标准模型

3/2/3-3 5-)4:5<34(:< 5(02;0:; 37;4.（?FF?）! 最小超对称

标准模型

3/::7: ).024! 镜面

3/530(1’/29! 6 失配；$ 失谐；" 不重合

3/E4; (:025/(/72! 混合跃迁

3/E(-:4! 混合物

37>/./(< (4257:! 迁移率张量

37;4.! 模型

37;4:0(7:! 减速剂，慢化剂

37;-.0(/72 >02;! 调制带宽

37;-.0(/72 ;4)(’! 调制度

37;-.0(/72 42=4.7)4! 调制包络线

37;-.4! 组件，模块

37;-.-5 78 173):455/72! 压缩模量

37/5(-:4! 6 湿度；$ 湿气；" 水分

37.4（37.）! 摩尔

37.41-.0: >72;! 分子键

37.41-.0: >/7)’<5/15! 分子生物物理学

37.41-.0: ;<203/15! 分子动力学

37.41-.0: 4.41(:72/15! 分子电子学

37.41-.0: 7:>/(0.! 分子轨道［函数］

37.41-.0: )7.0:/O0>/./(<! 分子极化率
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34(5+’(*6 6546)5,"*")4,- 分子再取相

34(5+’(*6 %5)7!"- 分子量

3435," 48 9)#4(5- 偶极矩- 英文又称 9)#4(5- 3435,"
3435,"’3 4#56*"46- 动量算符

3435,"’3 "6*,:856- 动量交换，动量传递

34,*"43)+ +!*),- 单原子链

34,*"43)+ (*;56- 单原子层

34,)"46- < 监视器，0 监测器

34,4+!643*")+ *=566*")4,- 单色像差

34,4+!643*")+ 6*9)*," 5>+)"*,+5- 单色辐射出射度

34,434(5+’(*6 (*;56- 单分子层

34,4#!*:5 :;:"53- 单相系

34,4?*(5," 35"*(- 一价金属

34:*)+ :"6’+"’65- 镶嵌结构

34")4,*( ,*664%),7- 动生变窄

34?54’"- 时差

3’88(56- 消声器

3’(")+!*,,5( @’*,"’3 9585+" "!546;- 多通道量子亏损理论

3’(")+4(46 :#*")*( :4()"4,:- 多色空间孤子

3’(")+43#4,5," !5"56475,54’: :;:"53- 多元复相系

3’(")+43#4,5," 4#5, :;:"53- 多元开放系统

3’(")A+6;:"*( 84+’:),7 :#5+"6476*#!- 多晶聚焦摄谱仪

3’(")#!*:5 +45>):"5,+5- 多相共存

3’(")#!4"4, 5885+"- 多光子效应

3’("),’+(54, "6*,:856- 多核子转移

3’(")#*6")+(5 5,"*,7(535,"- 多粒子纠缠

3’(")#!*:5 *((4;- 多相合金

3’(")#!4,4, 65(*>*")4,- 多声子弛豫

3’(")#!4,4, :#5+"6’3- 多声子谱

3’(")#(5 9*6B :4()"4,- 多重暗孤子

3’(")#(5A:()" 9)886*+")4,- 多缝衍射
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互感电动势

·物理新闻和动态·

FGH 分子的电导率

自从 I1 年前发现 FGH 分子的双螺旋结构以来，科学家们一直希望了解 FGH 分子的复杂结构与其化学及电性质之间的

相互关系，其中很重要的一个问题是过去所测定的 FGH 分子的电导率结果很不一致，它可以表现为绝缘体、半导体、金属和低

温下的超导体&
FGH 分子明显的金属与半导体性质，再加上它具有自复制的能力，促使科学家们产生了设计一个电路，让 FGH 分子能进

行自组装的想法& 现在美国一些科学家证实，FGH 分子的电导率是一个非常敏感的参数，当它的结构有一些微小的变化时，它

的电导率就会发生变化，因此它不适合作为自组装的电路元件&
过去测定 FGH 分子电导率时存在着一些缺点，主要是 FGH 分子与两个测量电极之间的接触不好，因此造成测定的结果

不一致& 最近美国哥伦比亚大学的 J& G’+B4((: 和加州理工学院的 K& L*6"*, 设计了一种新的能连续地测试 FGH 分子的电路&
他们用一根厚度与 FGH 分子相近的纳米管，用等离子体蚀刻出约 M,3 的截面，再用氧化方法将表面的尖剌除掉，以避免测量

精度的破坏& 加上 I13N 的电压后，电流就会通过 FGH 分子而测出它的电导率& 测出的结果表明，FGH 分子的电导率与石墨

分子的电导率相近，这个结果是符合实际的，因为 FGH 分子与石墨分子具有相近的双螺旋环形结构& FGH 分子与电极是在室

温与液体状态下相接触的，这保证了测试的可靠性，同时在液体内还增加了一种酶，它起的作用是当 FGH 被切断时，电路也

将被破坏，这就能确切地表明测出的电导率是 FGH 的电导率，而不是其他物质的&
他们在研究过程中还发现了 FGH 分子发生错配时的电导率，FGH 分子 通常是由盐基、胸腺嘧啶和胞嘧啶、鸟嘌冷配对

组成& 若其中有任一配对发生变更时，两股螺旋仍然会黏住，但它们的结构却形成了错配& 开始时，研究组测定的是正常配对

的 FGH 分子的电导率，然后让 FGH 分子只发生一组错配，再进行电导率的测定，实验发现，只有一组错配的 FGH 分子的电阻

率要比正常 FGH 分子的电阻率高 .11 倍& FGH 分子对电导率的这种高度敏感性表明，它们对今后的电子设备并不是一个理

想的元件& 但另一方面，这个性质却可应用于对 FGH 分子损伤的测定上& 如果 FGH 分子发生错配或其他损伤时（ 例如癌症），

就可以通过对它的电导率的测定来进行检测&
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